OEM:Valvo Transistor BFY50 Datasheet

Silicon NPN Transistor

BFYS50

80V /1A

DATASHEET

OEM - Valvo

Source: Valvo Datenbuch1967

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



OEM:Valvo

Transistor BFY50

SILIZTUM=-NPN-PLANAR-EPITAXIAL-HF-TRANSISTOREN

mit sehr niedriger Kollektor-Emitter-Restspannung

Mechanische Daten:

Gehiuse: Metall, JEDEC TO0=5,

Der Kollektor ist mit dem
Metallgehiinee leitend wver-
bunden,

Filr isolierten Einbau und
zur Erzielung niedriger
Wirmewiderstinde ist ent-
aprec hepdea Mon l.u.gi‘-:.\'.ﬂ'hﬁhﬁr
unter der Typenbezeichnung
He 218 getrennt lieferbar.

MalBangaben in Fm,

E

5 A 3 nach DIN 41 873

Datasheet

BFY 50
BFY 51
BFY 52

Eurzdaten:

Koellektor-Sperrspannung “CB 0
Hollektor-Emitter-Sperrapannung Urg o
Kollektorstrom IC
Gesamtverluatleistung

bei &5 = 100 o Piot

; o

bei #; = 45 °C Piot
Sperrachichttemperatur by
Gfleichstromveratirkung

bei Upp -~ 6 V, Ip = 150 mi B
Transit-Frequenz

bei Upp = 6 V, Ip = G0 mA fr
Kollektor-Emitter-Restspannung

_hri Ip = 160 mA, Ip = 15 mA Uck sat

= MAX,
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BFY 50

Datasheet

BFY 51
BFY 52

Abhsolute Grepewerte: {(miltio his iy mn:}
BEY_50 BFY 51 BFY 52

Koellektor-Sperrapannung

bei Ip 0: I'L-.l:|I 0 max,. B0 L1 40 v
Kollekior=Emitte I'—HI:IE-rrﬁp:lJ:ltLllllg_

bei 1 - 0 Upg g = max, 35 30 20 v
Emitier-Sperrspannung

bei I 0 “FB g - max. B ] 6B, WV

: v
Kollektiaratrom: ]I;' max. 1 A
Emitiersatirom; -1g max. 1 A
Geszamtverluatleistung: Pioe — max. 4 W
Sperrachichttempe rotar;: 1 - MAK., 200 %
Lagerungstemperatur: g mim. =65 O
fig max, 200 °r

Wirmewiderstand:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht umd Gehiuse: L A5 grd W
Warmewiderstand zwischen Hlu-rr.-u'hlt'hl wid ]_:mgr]:uug; ch = 220 g_!‘ﬂ..-"-“'
Wirmewideratand zwizchen Sperrachicht und Umgebung
bei Verwendung des Hnn1ﬂuﬂzuhehﬁrﬂ 56 218 und eines
Kihlbleches ven 12,5 cm®™ mit eipner zentralen Bohrung
von 7,8 mm @ [nth K 35 grd /W)
bei Montagefolge a
[Oberplatte - Unterplatte - Tacliecracheibe - Kihlblech); ch U= B0 grd/w
bei Montagefolge b
{Oberplatte - Isolierscheibe - Kiihlblech): Byp p = 100 erd /W
bei Montagefolge ¢
[{Oberplotte - Kilhlblech: nichtisalierte Yontage): L 76 grd/W
Wirmewiderstand zwischen Sperrachicht und Umgebung
hey YVerwendung des Montagezubehdra 56 218 her Montage-
folge ¢ (nichtisolierte Montare) und eines Kihlbleches
van THh mm x TH mm x 2 mm Al pgeschwirzt: ﬂ‘t.h U= 40 grd/W
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OEM:Valvo Transistor BFY50
Kennwerte: (hei By - 25 %, sofern nicht anders angegrehen)
BEY_50 BEY 51
Eallektar-Reatatlros
hei I'-EB 30 v, T[_- = 0z ICH- 1 2
bei Upg = 30V, Tp =6, 5 - 100 " lop g =
- ] <
bei U y t L w fis :
el Ueg - A0V, Iy - 0 Temo :
J a0
bei Upg < 40 V, Tp « 0, 5; = 100 °C: Igg g 55
' & 2.5
hei I'-FH 1] rl'-,, I[_': i} ['-H i 2
S 50
bei Upg = 80 ¥, Iy 0, 9y = 100 °C: Ieg g 56
-_r-ul
Fmitter=Reatalrom
hei ]Eﬂ ooV, 1': = D; lF‘lBﬂ' 1 1
2 Sl 50
3 O i g
bei Upn BV, g =0, 8, = 100 PC: dpg g 16 14
x 2.8 2.8
Kollektor-Emitter-Restspannung
b i I‘- 1530 ml, IH- 15 ma: l.,'{,_t,-: ant E 140 140
200 350
bei Ip - 1 A, Iy - 100 mA: UCk sat ; O 0,7
51,0 1,6
Basissapannung
hei [t‘- 150 mA, IB 15 md: Upe gat 0,95 0,895
bed II:" =1 A, ]H 100 mi: 'I,EHE sat ; 1,5 1,5
- 2.0 2.0
Basisstrom
bei Upg = 6 V, —Ip = 150 mi: Iy 4,85 3,65
Gleichastromverstirkung
- r F T
bei Upp = 6 ¥, 1o 10 mi: B - 40(= 20) 550 30)
bei Upgp = 6 ¥, Ip = 150 mi: = 66({< an)
bei Upp 6V, Ip 1 A: A= 15}
) oAYL - 0,65
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BFY 50
BFY 51
BFY 52

Kennwerte, Fortsetzung: (bei By 25 ")

BFY 50 BFY 51 BFY_ 52

Transit-Frequenz

bei Upp = 6 V, I - 50 mA: fp = 100(£ 60) 110(2 50) 120(< 50) MAz
Vierpol-Koeffizienten bei f « 1 kHz

HurzschluB-Eingangawiderstand

bei Uqp = 6 V, Ip = 10 mA: Byje = 180 220 400 @

Leerlaufl=-Spannungs riickwirkung

bei Upp = 6 V, Ig = 10 mA: byige = 55.107%  70.107%  130.1079

EarzachluB-Stromverstirkang

bei Upp = 6 V, Ip = 10 mA: hoje 45 60 120

bei Upg = 6 V, I = 1 mA: hoje = 32(2 10) 42(Z 30) 84(< 30)

T.EEI‘I|luf—_.!|_llnp;an‘ulci_twcrt

bei I-CE = 6 ¥, IE = 10 mA: h;:.'ﬂr.' = a0 45 T0 us
Kollektorkapazitat

bei Ugg = 12V, Tp =0, f = 500 kiz: €. = 7(212) 7(512)  7(5 12) pF
Schaltzeiten bei Tpy = 150 mA, Iy = =Igy = 15 mA

Verzigerungszeit: tg = 25 25 25 ns

Anstiegszeit: ty = a0 30 30 ns

Speicherzeit; t, 140 180 220 na

Abfallzeit: ty a5 a5 40 ns

Schaltzeit-Messung mit Zweistrahl - Oszillograf (¢, 5ns)
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BFY 50
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